BYV 12 > BYV 16

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon-Mesa-Diodes

-

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z.B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fern-
sehgerit und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode

power supply.
Besondere Merkmale: Features:
@ Hermetische Glaspassivierung ® Hermetically sealed glass passivation
® Gute Warmeableitung iiber die @ Heat conduction through the connect-
AnschluBdréahte ing terminals
@ Kleiner Sperrstrom @ Low reverse current
@ Soft recovery Verhalten @ Soft recovery characteristic

Vorliufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

2FARBRING £33 2085
2COLOUR RING
KATHODE 1.FARBRING
CATHODE 1COLOUR RING Sinterglasgehiause
e “ Sintered glass case
N i Gewicht - Weight
R=— 26 46 26— | max. 0,4 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
KathodenanschluB 1. Farbring
braun
Cathode terminal Colourring
brown
Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung 2. Farbring
Reverse voltage, Repetitive peak reverse voltage Colourring
Fig- 1 BYV 12 Ur= UrrM 100V rot
red
BYV 13 Ur= UrpMm 400V orange
orange
BYV 14 UR - URRM 600V gelb
yellow
BYV 15 UR- URRM 800V griin
green
BYV 16 UR- URRM 1000 V blau
blue

S 8/V.2.620/1079 Ausgabe 3
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BYV 12 i BYV 16

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
@ = 180° Fig. 2,5

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Sorage temperature range

Wirmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung Fig. 4
Junction ambient

/=12 mm, 1| = konstant Fig. 3
constant

KenngréBen
Characteristics

5= 25°C, falis nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
1 F =1A
Sperrstrom
Reverse current
Ur= Urrm
UR = URRM' t]' = 100°C

Riickwdrtserholzeit
Reverse recovery time

Ig =100 mA, Ig =200 mA, iR = 50 mA

Sperrverzogerungsladung
Reverse recovery charge

di
Ig=1A 2 =5Als

*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%
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BYV 12’ BYV 16
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BYV 12 > BYV 16
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BYV 12 ' BYV 16

T I 1171 T T I1T J] 1[ 78 2147
1 1 L
-4 - ; Zthp
* | | 1]l Uppm = 1000 v
200 Rypga=100 K/w
K/W
?=o,5 = [ H ! 1 X
T — 50 X
I R 4
e -2"-2—"1" T 4;"‘ f‘é
3 4 '
01| L4 b1 - ’ \
LU L4~
- " o } -4 10
0,02 Lo 1Le =~ T \ :..,,,,=/25 °C
1 \ 45°C
1 1] 7 \
| - ol 5 60°C
0,01
TR 4 | 10%c
Pt PV 100°C
o '1 Einzelimpuls r
'j Single pulse l \ l Fig.7
0,001 0,01 01 1 10s 1 10 100 A
p—= lrRm —
_di_ . S=5kHz | l l l | [ 78 2148
- 10 Aly I IIO kM2 I/ 20 kH2
N 50 kHz
n
L[] ] ™~ q / /
| [ 5A/u NN I pd
~ QN AViIRD4
e ™~ AN 100 kHz
] - R\ =
2 A/us M~ W) [/ / "]
[ | [N\ P4 1]
1iA/.u 74 ——
1,5AL 1 {10 0,5 —— I
N L e Lp=100V
———IF I 0,2 NCINC . = A
l N ~~ [ ]
0,4 N
Ausschaltverluste N\ o
Switching power losses N
1j=25°C 0.6 N\ D
N
0,8 \\ N
A 10 1000 V N\ 500 v
| W ] [T
] 11 Fig.8

133



BYV 12
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BYV 37-BYV 38

Silizium-Mesa-Dioden

Anwendungen: Schneller ,soft recovery” Gleichrichter

Features:

® Glaspassivierte Sperrschicht

® Hermetisch dichtes Gehause

-

Abmessungen in mm

6<3,6

Kathode

@ Kleiner Sperrstrom

@ Soft recovery Verhalten

@ @ Auch als "Gltebestatigtes Bauelement”

8103

2 <082

m
Il
al

>26 <42

>26

Bestempelung: Klartext

Absolute Grenzdaten

Sperrspannung

StoRdurchlaBstrom

tp=10 ms

DurchlaBstrom, Mittelwert,
Sperrschichttemperatur T

Lagerungstemperaturbereich T,

FSM

Fig.2,5 Iy,

stg

Maximale Warmewiderstéinde
Sperrschicht-Umgebung

/=10 mm, T =konstant
auf Leiterplatte im Raster 25 mm

KenngroRen

Fig.2 Ry,

Fig.3 Ry,

Ti= 25 °C, falls nicht anders angegeben

DurchlaBspannung

=1A

Sperrstrom
U,

R
Up T,=150°C

Ruckwartserholzeit

,=05A,l,=1A,i;=025A t

. T1.2/932.0788 D

nach ESA-SCC 5000 lieferbar

Sinterglasgehause
SOD 57
Gewicht max. 0,6 g

BYV 37 BYV 38
800 1000 \
50 A
2 A
175 °C
-65....+4175 °G
45 K/W
100 K/W

Min. Typ. Max.
1,0 1.1 \
1 5 pA
60 150 pA
300 ns
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BYV 37-BYV 38
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BYV 37-BYV 38
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il BYV 61-BYV 62-BYV 63

TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

Silizium-Mesa-Dioden
Anwendungen: Sehr schneller Gleichrichter und Schalter, z.B. far Schaitnetzteile

Besondere Merkmale:
@ Glaspassivierte Sperrschicht ® Sehr schnelle Schaltzeit
@ Hermetisch dichtes Gehéause @ Niedrige DurchlaBspannung
@ @ Auch als "Giitebestéatigtes Bauelement”
nach ESA-SCC 5000 lieferbar
Abmessungen in mm

< 5‘ 3 8107
Kathode a<135
—

— |

I il

. Sinterglasgehause

>26 <42 >26 Gewicht max. 0,4 g

Bestempelung: Kiartext oder TELEFUNKEN electronic Farbkodierung

Absolute Grenzdaten

KathodenanschluR

StoRsperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung

BYV 61 Upsm = Urrm = Ur 50 V
BYV 62 Unsm = Urrm =Ug 100 V
BYV 63 Upsm = Unam = Ur 160 V
StoBdurchlaRstrom
tp=10 ms Teom 100
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Team 30
DurchlaBstrom, Mittelwert
Fig.2,3 I, 2,75
I=20mm, T, =25°C Fig. 4 feav 6
Sperrschichttemperatur Tj 175
Lagerungstemperaturbereich Tstg -65...+175
Maximale Wirmewiderstinde
Sperrschicht-Umgebung
/=20 mm, T _=konstant Fig. 1 Ryua 25
auf Leiterplatte im Raster 37,56 mm Fig. 2 \hJA 65

T1.2/935.0788 D

1. Farbring
blau

2. Farbring

braun
rot
orange

°C
°C

K/W
K/W
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BYV 61-BYV 62-BYV 63

Kenngrélen

Ti = 25 °C, falls nicht anders angegeben

DurchlaBspannung
I=6A
l;=6A T=100°C

Sperrstrom
Ug=Uggm
Up=Uppmr TJ.=150°C

Rickwartserholzeit
=05A I =1A, ir=0,25 A

f LI
Rthua
KB/%N T =konstant
y
24 //
/|
16
8
Fig.1
(0] 8 16 24 mm
[ ——
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Min. Typ. Max.
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BYV 61-BYV 62-BYV 63
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BYW 52 = BYW 56

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon-Mesa-Diodes

Anwendungen: Leistungsgleichrichter
Applications: Power rectifier

Besondere Merkmale: Features:

@ StoBspannungsfest
@ Hermetische Glaspassivierung

@ Gute Warmeableitung iiber die
AnschluBdrahte

@ Kileiner Sperrstrom
@ Hohe StoBstrombelastbarkeit
@@ Auch als ,Giitebestitigtes Baueiement”

@ Controlled avalanche characteristics
@ Hermetically sealed glass passivation

@ Heat conduction through the connecting
terminals

® Low reverse current
@ High surge current loading
@@ Also available as “Qualified semicon-

nach: ductor device* according to:
VG 95 288 oder VG 95288 or
CECC 50000 und nach CECC 50000 and
GfW H 0000 als HIREL-Bauelement: GfW H 0000 as HIREL-device:
DS 117 lieferbar DS 117
Die elektrischen Daten entsprechen den Dioden: Electrically data resemble the diodes:
BYW 52 1 N 5059 BYW 52 1 N 5059
BYW 53 1 N 5060 BYW 53 1 N 5060
BYW 54 1 N 5061 BYW 54 1 N 5061
BYW 55 1N 5062 BYW 55 1 N 5062
Abmessungen in mm
Dimensions in mm 2FARBRING 233 #0885
2.COLOUR RING
KATHODE 1.FARBRING
CATHODE ICOLOUR RING
M " Sinterglasgehause
1 U Sintered glass case
. Gewicht - Weight
o 2 48 - max. 0,49
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung

Reverse voltage, Repetitive peak reverse voltage
BYW 52
BYW 53
BYW 54

BYW 55

BYW 56

B 2/v.2.561/0875 Ausgabe 3

KathodenanschluB8 1. Farbring
griin

Cathode terminal Colourring
green

2. Farbring
Colourring

UR = URRM 200V ::td

Ur = Urpm 400V g;:’r:g:

UR = URRM 600V 3:;I%w

UR = URRM 800V grﬂe.lzn

Ur = URRM 1000V g;z:
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BYW 52 ' BYW 56

StoBdurchlaBstrom Fig. 2
Surge forward current

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert Fig. 3,5
Average forward current

Impulsleistung im Durchbruch
Pulse avalanche peak power
Ip = 20 ps Sinushalbwelle
half sine wave

tj =175 °C

Zulassige Energiebelastung
bei Avalanchebetrieb Fig. 6
nicht periodisch
(Abschaltung Induktiver Last)
Max. pulse energy in the
avalanche mode,
non repetitive
(inductiv load switch off)
[(BR)R = 1A, tj = 175°C Flg 1

Grenzlastintegral
i2 - t-rating

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Wiirmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient Fig. 4

I = 12mm, ¢ = konstant Fig. 3
constant

KenngréBen
Characteristics

lj = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung Fig.9
Forward voltage
Ig=1A

Sperrstrom Fig. 10
Reverse current

Ur = Urrm
Ur = Uppm» tj = 100°C

*)AQL = 0,65% **)AQL = 2,5%
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BYW 52 %> BYW 56

Durchbruchspannung
Breakdown voltage

IR = 100pA
Diodenkapazitdt Fig. 11

Diode capacitance
Ug =0, f= 047 MHz

Ruckwartserholzeit
Reverse recovery time
I’: = IR = 100mA iR = 10mA
di
Tt = 5A/us
Sperrverzégerungsladung
Reverse recovery charge

Ug =50V, Ig = 1A

LV

Ig = 1A, — P

1 LT I [l
EI’ Durchhruchbnhuung mcht periodisch
Break down [oading non repelitive
“\’~°° P
mivs 4=175°C
A\ Ugryn=1600V
\\
\N
N
100
\
\
\
/mmﬂD \\~
(BRR
10
[ e
T T 1
M 11 Fig 1
0,01 0,1 1A
lerRIR—
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ey 2
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BYW 52 * BYW 56

1 78 2142
Renga U
100
K/W
L= Comrant
80
yd
pd
60
40
4 Epoxy Glas Hartgewsebe, Plattenstirke: 1.5 mm
20 Epoxy glass hard tissue, board thickness: 1.5 mm
Rynsa =100 K/w
Fig.3 Fig.4 781732
0] 8 16 24 mm
| ——
HHT Tt ! #H e o
a |
zthp Uppy = 1000 V :’::
A l H nm“:wo /w2
i ! T ’
' . 200
K/W
L
‘o
705 — A
= 50
e
0,2 s L 4
s | | e =1 A1/
I r / f' Izlcl} \
o1 L= -t Tl 7 10 \
ﬁ P — 11 “\ '.Mb=25.c
0.05 St C 11 a5°C
#==F I 5 L so-c
0.02 ! =1 o 11 ;m"c
ST i
0,01 __. ¢ T ] ]
T [
10°4 103 1072 10 10° 10' s 1 10 A
fp — ’FRM —

144



BYW 52 = BYW 56
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BYW 52 ' BYW 56
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v BYW 82 i BYW 86

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon-Mesa-Diodes
Anwendungen: Leistungsgleichrichter
Applications: Power rectitier

Besondere Merkmale: Features:
® Kontrolliertes- Avalancheverhalten @ Controlled avalanche characteristics
@ Hermetische Glaspassivierung ® Hermetically sealed glass passivation
@ Gute Warmeableitung iiber die @ Heat conduction through the connecting
AnschluBdrahte terminals
@ Kleiner Sperrstrom @ Low reverse current
® Hohe StoBstrombelastbarkeit @ High surge current loading
@@ Auch als ,Giitebestitigtes Bauelement” @@ Also available as “Qualitied semicon-
nach: ductor device“ according to:
VG 95 288 oder VG 95288 or
CECC 50000 lieferbar CECC 50000
Die elektrischen Daten entsprechen denDioden: Electrically data resemble the diodes:
BYW 82 1N 5624 BYW 82 1N 5624
BYW 83 1N 5625 BYW 83 1N 5625
BYW 84 1N 5626 BYW 84 1N 5626
BYW 85 1N 5627 BYW 85 1N 5627

Abmessungen in mm

Dimensions in mm
2.FARBRING 24,5 #135
,2.COLOUR RING

KATHODE 1. FARBRING
CATHODE . COLOUR RING

n i

Sinterglasgehause
Sintered glass case
Gewicht - Weight.
28 48 26 ——| max. 0,4 g

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
KathodenanschluB 1. Farbring

grau
Cathode terminal Colour ring
grey
Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung 2. Farbring
Reverse voltage, Repetitive peak reverse voltage Colour ring
Fig. 1
¢ BYWS2  Up=Uppy 200V rot
red
BYW 83 URr = UrpM 400V orange
orange
BYW 84 UR = Uppm 600 V gelb
yellow
BYW 85 Ur = UgRrMm 800V grin
green
BYW 86 UR = URRM 1000 V blau
B 2/V.2.623/1176 Ausgabe 3 blue
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BYW 82 ' BYW 86

StoBdurchlaBstrom Fig. 2
Surge forward current

Periodischer DurchiaBspitzenstrom

Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert Fig. 5,8

Average forward Current
Iamb =45°C
Impulsleistung im Durchbruch
Puise avalanche peak power
Ip= 20 ps Sinushalbwelle
half sine wave

t. =175°C

J

Zulassige Energiebelastung bei Avalanche-

betrieb Fig. 6 nicht periodisch
(Abschaltung Induktiver Last)

Max. pulse energy in the avalanche mode,

non repetitive (inductiv load switch off)

I(BR)R =1A, ’j =175°C
Grenzlastintegral

i2 - t-rating
Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Wirmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

/=25mm, 1| = konstant
constant

KenngréBen
Characteristics

4= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung Fig. 9
Forward voltage
IF =3A

Sperrstrom Fig. 10
Reverse current

Ur = Urrm

UR = URRM' Ij =100°C

*) AQL = 0,65%
**) AQL = 2,5%
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Fig. 4

Fig. 3
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Tepm

Ieav

Ripga

Rihga
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g™
IR ta)

18

1000

20
40

175

-65... +175

Min. Typ.

0.1
10

mWs

A?-s

70

30

1,0

20

°C

KW,

KIW

pA
A



BYW 82 * BYW 86

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
IR =100 pA U(BR)R 1600 v

Diodenkapazitat Fig. 11
Diode capacitance
Ug =0, f =047 MHz Cp 65 100 pF

Riickwirtserholzeit
Reverse recovery time
IF=IR=100mA, iR=1OmA ter 6 10 us
di
Up=50V, [ =1A- =5Alps ter 4 6 ps

Sperrverzégerungsladung
Reverse recovery charge

di
IF= 1A,;=5A/ps Q" 6 10 uC

f 791386 f 78613
t; lesm
i Aypsa=T70 KIW
200 ram I
°C i 1 2\ ___ _/-\_ |
10 me
N 100¢ 2
160 A I ?T‘l T
- TT11T
501N Vnu =0
\
120 NJj=176°C
N
Ba"zw 8Yw ' Uy =1000V \L
83 [~ RRM 28°C
BYW
80 8 tevw 10
8s 8sYw N\
86
5
40
178 C
\
Fig. 1 Fig. 2
o 400 800 1200 v 1 5 10 50
Ug— n —e—
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BYW 82 = BYW 86
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Silizium-Mesa-Dioden
Silicon Mesa diodes

-

Anwendung: Leistungsgleichrichter

Applications: Power rectifier

Besondere Merkmale: Features:
@ Hermetische Glasspassivierung ® Hermetically sealed glass passivation
©® Gute Warmeableitung iiber die @ Heat conduction through the connecting
AnschluBdrahte terminals

® Kleiner Sperrstrom ® Low reverse current

® Hohe StoBstrombelastbarkeit @ High surge current loading

@@ Auch als ,Giitebestitigtes Bauelement” @@ Also available as “Qualified semicon-
nach: ductor device“ according to:
CECC 50000 lieferbar CECC 50000

Abmessungen in mm

Dimensions in mm
2FARBRING 233 #2085
2.COLOUR RING
KATHODE 1.FARBRING
CATHODE [COLOUR RING

¥ 'l

Sinterglasgehiuse
- 26 —att- 46 Lota—— 26— o] Sintered glass case
8101 Gewicht - Weight
max. 0,4g

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings KathodenanschiuB 1. Farbring
grau
Cathode terminal Colour ring
gray
Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung 2. Farbring
Reverse voitage, Repetitive peak reverse voltage Colour ring
Fig. 1 BYX 82 Ug = Unmm 200V rot
red
BYX 83 Ur = Urrm 400V orange
orange
BYX 84 Ur = URrrm 600V gelb
yellow
BYX 85 Up = UrrM 800V grin
green
BYX 86 Ur = UrpMm 1000V blau
blue

B2/v.1.17/0474 Ausgabe 2
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StoBdurchlaBstrom Fig. 9 Iegm 50 A
Surge forward current

Periodischer DurchlaBspitzenstrom IrpM 10 A
Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert Fig. 3, 4
Average forward current

famb < 45°C Iepy 15 A
Grenzlastintegral %t 8 A%
2t-rating
Sperrschichttemperatur ] 175 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —65..+175 °C
Storage temperature range

Wirmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

1 = konstant, / = 15mm , Fig. 2 Rinia 57 KW
constant
|= o0 Ringa 100 K/W
KenngroBen
Characteristics

tj= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung Fig. 10
Forward voltage

Ig=1A Ug") 09 10 v
Sperrstrom
Reverse current
UR = URRM IR *) 01 1 pA
UR = URRM’ tj = 100°C IR") 10 25 WA

Diodenkapazitat Fig. 11
Diode capacitance

Ug =4V, f=047MHz Cp 20 pF
Ruckwartserholzeit
Reverse recovery time

IF= IR= 1A, iR= 100 mA ’rr 5 8 us
Sperrverzégerungsladung

Reverse recovery charge
a:
i
Ig = Ig = 1A, ; = 50A/ps O 4 55 uC
t
*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%, 1) AnschluBdrihte ungekirzt, keine Warmeableitung Gber Halterung
Unabridged connecting terminals, no heat conduction through the holder
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